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充填スクッテルダイ ト化合物PrOs4Sb12は,抵抗率や比熱などの測定か ら重い電子

系の超伝導体であることが報告されている[1].この物質では低温で伝導電子 とPr4f

電子 との混成(C-f混成)により,重い有効質量を持った準粒子が形成されていること

が示唆される.我々は,PrOs4Sb12に対 してPr3d-4f共鳴光電子分光測定を行い,そ

のバルクPr4f電子状態を調べた.

Flg.1に,Tと20Kにお けるPr4f電子状態

を反映 した光電子スペク トル を示す. この

スペク トルは,Pr3d-4f共鳴光電子スペク

トル(hv-928.5eV )か ら非共鳴スペク ト

ル (hv-921.OeV)を差 し引くことによって

得ている.Pr4fスペク トルでは,4f2終状

態を示す ピークの強度が4fl終状態を示すそ

れに比べ強 くなってお り,C-f混成がPr4f

状態の電子構造を決める上で重要であるこ

とを示唆している.

Fig.2には, フェル ミ準位近傍 をよ り高

いエネルギー分解能で測定 したスペク トル

を示 している.重い電子系的な振舞いが観

測 されて いるPrFe4P12において得 られたス

ペク トル と比較 して,フェルミ準位直下 に

3H｡多重項 の強度 は弱 い.一方,Pr金属や

他の局在的なPr化合物[2]と比べると,多重

項の強度は強くなっている.
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Fig.1T-20K における Pr4fスペク

トル.

(S
l

J
.

un.qJt!
)

と

1.S
u
O
lu
f

2.0 1.5 1.0 0.5 0

BindingEnergy(eV)

Fig.2T-20KにおけるEF近傍の高分

解能Pr4fスペク トル


